














专利名称(译) 基于CdSe纳晶复合物的电化学发光免疫传感器及其制法和用途

公开(公告)号 CN101251535B 公开(公告)日 2012-05-30

申请号 CN200810024506.0 申请日 2008-03-25

[标]申请(专利权)人(译) 南京大学

申请(专利权)人(译) 南京大学

当前申请(专利权)人(译) 南京大学

[标]发明人 朱俊杰
接贵芬

发明人 朱俊杰
接贵芬

IPC分类号 G01N33/52 G01N33/53 G01N21/76

其他公开文献 CN101251535A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种基于CdSe纳晶复合物的电化学发光免疫传感器，其特征是：它是在
金电极表面上覆盖有CdSe纳晶-碳纳米管-壳聚糖复合物膜，并用硅烷偶
联剂处理后固定抗体的电化学发光免疫传感器。将本发明的传感器完全
清洗后再浸入40μL不同浓度的待测样品(HIgG)中，在37℃下温育50分
钟，然后进行电化学发光的测试，发光强度与待测样品(HIgG)的浓度成
线性关系。本发明公开了基于纳晶复合物的电化学发光免疫传感器的制
法。
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